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Opfindelsen angar en flertrins transistorforsterker for vek-
selspzndinger, ved hvilken mindst to p& hinanden fglgende forstar-
kertrin er javnstrgmsmodkoblede trin.

Fra tidsskriftet Journal British IRE's februarnummer, 1963,
siderne 127-144, kendes en flertrins transistorforstarker for vek-
selspendinger, hvor to pa hinanden fglgende forstarkertrin er jevn-
strgmsmodkoblede, men hvor strgmforbruget af hver enkelt trin til-
tager med bestemte belgb fra forstarkerens indgang til dens udgang.
Det sidste trin i en flertrins transistorforsterker af navnte art
har altsd det stgrste strgmforbrug.

En flertrins transistorforstaerker af indledningsvis navnte

art er ifglge opfindelsen ejendommelig ved, at summen af de gennem
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de javnstrgmsmodkoblede trin gdende strgmme tjener til javnstrgms-
forsyning af et efterfglgende forstaerkertrin. Herved opnds, at det
relativt store strgmforbrug hos det sidste i1 en flertrins transis-
torforstarker indgdende forstarkertrin ikke udggr nogen ekstra be-
lastning for driftsstrgmkilden.

Ved hjalp af de i underkravene anfgrte foranstaltninger til-
vejebringes der fordelagtige videreudviklinger og forbedringer af
den i hovedkravet angivne flertrins transistorforstazrker. En sarlig
fordel opnds ved, at de javnstrgmsmodkoblede trin tilsammen danner
en kollektormodstand for det efterfglgende forstarkertrin, hvis
transistor mellem sin kollektor og basis har en modstand til span-
dingsmodkob;ing. De javnstrgmsmodkoblede trin virker da samtidig som
en temperaturstabiliserende kollektormodstand for det fplgende eller
sidste forstarkertrin.

Opfindelsen forklares nermere nedenfor under henvisning til
tegningen, hvor

fig. 1 viser et diagram over en 3-trins transistorforstarker,

fig. la et zkvivalentdiagram for det sidste trin i den i fig.
1 viste 3-trins transistorforstarker,

fig. 2 et diagram over en fgrste variant for det i fig. 1
viste,

fig. 3 en anden variant af det i fig. 1 viste, hvor kun
jevnstrgmsforlgbet er antydet, og

fig. 4 en tredie variant af det i fig. 1 viste, hvor ligele-
des kun javnstrgmsforlgbet er antydet.

En 3-trins transistorforstarker har p& indgangen, jf. fig. 1,
en koaksialforbindelse 10, som via en fgrste koblingskondensator
11 er forbundet med en fgrste transistor 12's basis.

En af to modstande 13 og 14 bestédende fgrste spandings-
deler ligger imellem en driftsstregmkildes f@rste pol med spandingen
UB og stel. Et udtag 15 mellem de to modstande 13 og 14 er
forbundet med den fgrste transistors basis. Den fgrste transistors
kollektor er forbundet til driftsspandingskildens positive pol via
en HF-drosselspole 16. Den fgrste transistor 12 har en emitter-
modstand 17, der i begge ender er forbundet til stelpotentialet
via en kondensator henholdsvis 18 og 19.

Mellem den fgrste transistor 12's kollektor og en anden
transistor 20's basis er der indskudt en anden koblingskondensator

21. En af to modstande 22 og 23 bestéende anden spandingsdeler
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ligger ligeledes imellem driftsstrgmkildens positive pol og stel.
Den anden spandingsdelers udtag er forbundet med den anden transis-
tors basis. Imellem driftsspandingskildens positive pol og den anden
transistors kollektor er der indskudt en HF-drosselspole 24. Til
den anden transistor 20 hgrer der en emittermodstand 25, der er
koblet galvanisk til den fgrste transistor 12's emittermodstand
17. Mellem den anden transistor 20's emitter og stel er der ind-
skudt en anden kondensator 26.

De indbyrdes galvanisk forbundne ender af emittermodstandene
17 og 25 er dels forbundet til en tredie transistor 28's basis
via en modstand 27 og dels til den tredie transistors kollektor
via en tredie HF-drosselspole 29. I en forbindelsesledning imel-
lem den anden transistor 20's kollektor og den tredie transistor
28's basis er der indskudt en tredie koblingskondensator 30. Den
tredie transistors emitter er forbundet direkte til stel, medens dens
kollektor via en fjerde koblingskondensator 31 er forbundet til en
udgangs-koaksialforbindelse 32.

I transistorforstarkeren bestdende af tre trin er det fgrste
forstarkertrin betegnet med 33, det andet forstarkertrin med 34
og det tredie forstarkertrin med 35. Koaksialforbindelsen 10 pa
indgangen er patrykt en indgangsspanding Ue' der fortrinsvis er
en HF-spending, og pa& udgangssiden ved koaksialforbindelsen 32 er
en udgangsspanding Ua disponibel.

Virkemaden af den i fig. 1 viste kobling er fglgende. Tran-
sistorerne 12 og 20 i henholdsvis det fg¢rste og det andet transistorfor-
sterkertrin 33 og 34 modtager en basisforspanding over spandings-
delerne, som bestdr af modstandene 13 og 14 henholdsvis 22 og
23. Den fgrste transistor 12's kollektorstrgm IC12 og den anden

transistor 20's kollektorstrgm I forener sig ved de indbyrdes

galvanisk forbundne ender af emittegigdstandene 17 og 25 til en
kollektorstrgm IC28 for den tredie transistor 28 plus en ringe
strgm gennem modstanden 27 1 den tredie transistor 28's basis-
tilledning. Den for det sidste transistorforstarkertrin 35's for-
ngdne kollektorstrgm IC28 medfgrer altsd ingen ekstra belastning
af driftsstrgmkilden. Ud over fordelen af et ringe strgmforbrug har
den i fig. 1 viste kobling yderligere fordelen af en god temperatur-
stabilisering, som dels opnds ved hjazlp af emittermodstandene 17

og 25 i henholdsvis det fgrste og det andet transistorforstarker-

trin 33 og 34, og dels ved anvendelsen af en spandingsmodkobling
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i det tredie transistorforsterkertrin 35. Temperaturstabiliserin-
‘gen i det tredie transistorforstarkertrin 35 opnds gennem modstan-

den 27 i forbindelse med ®kvivalentmodstanden R for de to

jevnstrgmsmodkoblede forstarkertrin henholdsvis 3§esog 34, jf.
fig. la.

I fig. 1 er det med stiplede linier antydet, at der foran
det fgrste transistorforsterkertrin 33 eller mellem det andet og
det tredie trin henholdsvis 34 og 35 kan vere indskudt yderlige-
re forstarkertrin.

Fig. 2 viser en flertrins transistorforstarker, hvor der i
det sidste forstarkertrin 36 er tilvejebragt en spzndingsmodkob-
ling under anvendelse af en yderligere transistor 37, som er ind-
skudt i en i det sidste forstarkertrin 36 indgéende transistor
38's kollektor-basisstrgmkreds. For den yderligere transistor 37
er der tilvejebragt en basis-spzndingsdeler med to modstande 39
og 40, som er forbundet mellem driftsstrgmkildens positive pol og
étel,og hvis udtag 41 er forbundet med den yderligere transistor
37's Dbasis.

De andre forstarkertrin 42, 43 og 44 er udformet pa
samme médde som forstarkertrinnene 33 og 34 i fig. 1. Til forskel
fra det,der er vist i fig. 1,er dog ikke blot forsterkertrinnene
42, 43 og 44's emittermodstande henholdsvis 45, 46 og 47,
men ogsd de ender af spandingsdelerne 48, 49; 50, 51 og 52,
53, der vender bort fra driftsspandingskildens positive pol, for-
bundet galvanisk indbyrdes. Den yderligere transistor 37's kollek-
tor er forbundet direkte til den for oven navnte galvaniske forbin-
delse, medens dens emitter via en modstand 54 er forbundet til
basis hos den transistor 38, der indgdr i det sidste forstarker-
trin 36.

Fig. 3 viser en anden variant af en flertrins transistor-
forstarker, hvor kun javnstrgmsforlgbet er antydet. Ifglge denne
variant bestar hvert forstarkertrin henholdsvis 54 og 55 af to
jevnstrgmsmessigt serieforbundne transistorer henholdsvis 56, 57
og 58, 59. Den sidste i denne flertrins transistorforstarker ind-
gaende transistor er betegnet med 60.

Den i fig. 4 viste variant angdr en flertrins transistorfor-
starker, hvor de i fig. 1 og 2 viste koblingsmuligheder er anvendt
i kombination.

Det koblingsafsnit, som i fig. 4 er indrammet af den punkte-
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rede linie 61 svarer i jevnstrgmsmessig henseende til den i fig.

1 viste kobling, medens det koblingsafsnit, der er indrammet af den

punkterede linie 62, 1 javnstrgmsmassig henseende svarer til den i

fig. 2 viste kobling. Fagmanden kan efter behov ogsd opstille andre

kombinationer pd& grundlag af de i fig. 1, 2 og 3 viste diagrammer.
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PATENTIKRAV

1. Flertrins transistorforstarker for vekselspandinger, ved
hvilken mindst to pé hinanden fglgende forstarkertrin er javnstrgms-
modkoblede trin, k end e tegnet ved, at summen af de gennem
de Jjevnstrgmsmodkoblede trin (33,34) gdende strgmme (ICIZ'ICZO) tie-
ner til javnstrgmsforsyning af et efterfglgende forstarkertrin (35).

2. Forstarker ifglge krav 1, k ende tegnet ved, at
de javnstrgmsmodkoblede trin (33,34) tilsammen danner en kollektor-
modstand for det efterfglgende forstarkertrin (35), hvis transistor
(28) mellem sin kollektor og basis har en modstand (27) til spandings-
modkobling.

3. Forstarker ifglge krav 2, k ende tegnet ved, at
der i spandingsmodkoblingsvejen er indskudt kdllektor-emitterstr&k—
ningen i en yderligere transistor (37), hvis basis ligger p& et fast
potential.

4. Forstarker ifglge krav 1 eller 3, k ende tegnet
ved, at de javnstrgmsmodkoblede forstarkertrin to og to (56,57 hhv.
58,59) danner en javnstrgmsmassig serieforbindelse, at disse serie-
forbindelser javnstrgmsmessigt er koblet i parallel, og at summen af
de gennem serieforbindelserne gdende javnstrgmme tjener til strgmfor-
syning af et efterfglgende forstarkertrin (60).
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